Ciéncias Exatas e da Terra

PREPARACAO DE MEMBRANAS DE SILICIO AUTO-SUSTENTAVEIS. Lucia D. Schiinemann,
217 Agenor H. da Silva Janior, Henri I. Boudinov, Pedro L. Grande (Departamento de Fisica, Instituto de

Fisica,UFRGS).

Membranas de silicio sdo dispositivos ultra-finos (espessura em torno de 1500 angstroms a 5um) de silicio cristalino
com diversas aplicacBes: mascaras para litografia de raio x, alvos para espectroscopia (e,2e), diodos Schottky,
detetores de perda de energia de particulas, entre outras; sendo esta Ultima de interesse para o grupo de estudo. A
preparacdo destes dispositivos é feita através do etching de uma Iamina de silicio (orientacdo <100>) com espessura
de 0,62mm por solucdes &cidas em duas etapas: a primeira € o etching isotrépico, mais rapido, com uma mistura de
HF, HNO; e CH3COOH; a segunda é o etching seletivo, mais lento, com uma mistura de pirocatecol (CsH4(OH),),
etilenodiamina (NH,(CH,),NH,) e agua. A lamina é posicionada num recipiente de teflon de forma que apenas a
area central da superficie seja atacada pelo acido e as bordas permanecam na espessura original. O resultado
esperado ao fim da primeira etapa é uma membrana auto-sustentavel, de boa resisténcia mecanica, com cerca de
10um de espessura e 0,5 centimetros de diametro. Porém, temos obtido membranas irregulares e que trincam
facilmente. Atualmente procuramos formas de planificar e homogeneizar a superficie gasta pelo &cido, o que
aumentaria a resisténcia mecanica do dispositivo. Uma vez solucionado o problema, partiremos para a caracterizacdo
das membranas por microscopia eletrénica e RBS. Também se planeja testar outras soluges (KOH, por exemplo)
para fazer o etching, e 0 uso de laminas de Simox ao invés de laminas de silicio cristalino puro (PIBIC-
CNPg/UFRGS).
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